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スピン軌道相互作用や核スピンが小さいグラフェンはスピンの保持に適していることから、ス

ピントロニクスやスピン量子ビット等の応用が期待されており、実際にクーパー対分離素子など

の研究が盛んに行われている。本研究ではグラフェンを微細加工し、量子ドットを作製したとこ

ろ、異なる 3種類のマルチ量子ドットとして動作したため報告する。 

Fig. (a)は作製したグラフェン量子ドットのコンダクタンスのソースドレイン電圧(Vsd)およびゲ

ート電圧依存性(Vg)を示す。帯電エネルギー 5 meV程度のクーロンダイアモンドがあり、その中

に帯電エネルギーが 2 meV 程度のたくさんのクーロンダイアモンドが存在することがわかる。2

種類の帯電エネルギーを持つことから量子ドットが二つ以上存在することを示している。さらに

ゲート電圧に対してより詳細な測定を行った。Fig. (b)は Fig. (a)の破線で示した領域においてより

詳細に測定を行ったときの様子である。Fig. (a)で観測された帯電エネルギーが 2 meV程度のクー

ロンダイアモンドが見られるが、その端が周期的になっているのがわかる。これは他のチャージ

トラップのようなものが存在し、そこに帯電することによってこのようなことになっていると考

えられる。つまり、このもうひとつ帯電エネルギーが小さく、かなり大きな量子ドットが存在す

ると考えられる。 

()  (a) ()  (b) 

Fig. (a) Conduction as a function of Vg and Vsd. (b) Enlarged figure of dashed line area 

shown in (a). 
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